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図1　GaNの結晶配向図

m面GaN基板上に形成した青色半導体レーザ
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原論文

“Blue Laser Diodes Fabricated on m-Plane GaN Substrates”, Applied Physics Express 1 (2008) 011104-1 ～ 011104-3

我々は，MOCVD（有機金属気相成長）装置を用いてGaN（窒化ガリウム）基板のm面上に純青色半導体レーザ
を作製し，463nmの波長でパルス発振注1させることに成功した。当時のm面GaN基板上のレーザダイオード（LD）
としては業界最長波長であった。その特性は閾値電流値69mA，スロープ効率0.91W/Aであり，注入電流密度
に伴う波長のブルーシフト*1量は従来のc面GaN基板上のそれと比べて非常に小さいことが確認された。これら
の結果は，GaN基板のm面が，InGaN（インジウム・ガリウム・ナイトライド）系長波長LDに対して有効である
ことを示した。

注1 
論文投稿後に，同一素子にて
連続発振が確認された。

注2 
緑色LD（波長515nm）の連
続発振が，2009年5月 Appl. 
Phys . Exp ress 2（2009）
062201で報告された。

*1 ブルーシフト
波長が短くなること，あるい
は，発光エネルギーが高エネ
ルギー側にシフトすること。
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図3　m面とc面（従来）基板上に形成された青色LDの，
自然放出光に対するブルーシフト量と注入電流密度との関係

図2　m面基板上に形成された
青色LDのパルス発振波長


